Schottky- und Epitaxial-Leistungsgleichrichterdioden

Grenzwerte Kennwerte
Typ - ) Bauform
Ugem | 'rav) | Tosm | T Upmax Pe1 Ip Ipmex P81 Ug Rinje
4%)] (a) (A) (°C) ) (A) (mA) V) (K/W)
|sY 525/0,3 | 30 0,69
/0,4 | 40 - 0,6%
/0,5 | 50 30 5002 175 0,6Y 30 30% Upru 1,6 97
4) .
/0,6 | 60 0,68
/0,7 | 70 0,68%
/0,8 | 80 0,68%
SY 526/0,3 | 30
/0,35| 35 24 400%) 150 0,472 25 2002 U 1,6 97
o ? RRM ;
/0,4 | 40 :
/0,45 45
1) Tc = 100°C
2) Ty = 100°C
3T = 70°C

4) Tj = 150°C



J45
770

e
N
o

1R

g5,

o

$iz

3
|
$72.8
378

-

Y
R Salick g5

8

%a'e Anode ‘
Katode ist leitend mit der Kihifahne verbunden

Bild 98 =

e 1/ BT
i M6
Katode bei SY 170/1
SY 170/2
. Anode bei SY 171/1
Bild 94 SY171/2
Bild 95
310 .
a8 y ) 85 o,
] I
"} __,.;..'——..4
o -l IS
1 _71
: 25 =
Anodenansehlull  Katodenanschiuft ol ‘
(Farbring) L]
Bild 96 Bild 97
704 may, b L B85 max
<438, |12 st
nfile 1S R
. P =4 1
4 i Y (2? S
Y
R N - o
RN L e : =
IR} 5ezzjiiqspunkf f
i il -S| zur Messun
T S et Sentuso- Y
131 N temperatur
‘70 H i .]r.-
e i 508 2,7'- :0’4&0,1




'SY 525/020 ... SY 525/070 ©
SY 526/030 . ..SY 526/045 |

Schottky-Leistungsgleichrichterdioden
im Metallgehduse (Schottky-Barrier-Diode)

L

Typ UrrM  YUrwM  'F(av)”) TrRMS) Trsm?) UpM®  lrem G900
(V) (V) (A) (A) (A) (V) (mA)  (nF).
SY 525/020 20
030 30
040 40
050 50 30 47 600 0,72 3% 305 2
060 60 b
070 70 v
SY 526/030 30 |
035 35 25 39 . 500 0,55  3%)200% 3
040 a0
045 45

Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dUg/dt SY 525 = 1 000 V/ps,
SY 526 = 700 V/us

Sperrschichttemperatur SY 525 B‘J ==55°C...+175°C
SY 526: 8] = -55°C,..-+4150°C

" sinusfédrmiger Stromverlauf; f}l- = 175 °C (SY 525) 150 oC (SY 526)

?) 50 Hz-Sinushalbwelle; t, = 10 ms; ¥, = 125 °C (SY 525) 100 °C (SY 526)
3 lgm = 30 A (SY 525) 25 A (SY 526); 9, = 25°C ~ 5K

9 UR = Ugrmi 3‘: = 25°C - 5K

) Up = Ugppmi ¥ == 150°C — 5 K (SY 525) 125°C — 5K (SY 526)
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